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【緒言】マンガン窒化物(Mn-N)の安定中間相はほとんど反強磁性を示すが、逆ペロブスカイト構

造を持つ Mn4N のみネール温度 738 K のフェリ磁性を示す[1]。この性質から、Mn4N はスピント

ロニクス材料の候補として期待されている。Mn4N の薄膜はこれまで SiC やガラスなど様々な基

板上に作製されていたが、それらはすべて多結晶体であり、結晶中にはマンガン単体やマンガン

酸化物の相も存在していた[1,2]。今回我々は、パルスレーザー堆積(PLD)法を用いて Mn4N 単結晶

エピタキシャル薄膜の作製に成功し、その輸送・磁気特性の評価を行ったので報告する。 

【実験方法】Mn4N薄膜は、PLD 法によりMgO(100)基板上に作製した。製膜は基板温度を 500°C、

1×10
-6

 Torrの窒素雰囲気下で行った。結晶構造は X 線回折(XRD)、輸送特性は四端子抵抗とホー

ル効果測定により評価した。 

【結果と考察】XRD により、作製したMn4N薄膜のエピタキシャル成長を確認した。Fig. 1 に電

気抵抗率の温度依存性を示す。Mn4N薄膜の抵抗率は金属的挙動を示し、室温で 0.355 mΩ cmであ

った。この値はこれまでに報告されている多結晶試料の 2.01 mΩ cm [3]に比べて約一桁小さく、単

結晶化することで粒界散乱や不純物由来の散乱の影響が低減したことを示している。また、外部

磁場に対する異常ホール伝導率AHEを Fig. 2に示す。Mn4Nのフェリ磁性に由来する明瞭なヒステ

リシスを観測し、いずれの温度でも保磁力は約 0.9 T であった。AHEの縦伝導率依存性を調べた

ところ|AHE|は 12–33 Ω
-1

cm
−1の範囲にあり、(Sr,Ca)RuO3のような高電気伝導酸化物[4]と類似した

振舞いを示した。講演では、スクイッド磁束計により測定した磁気特性を含め、今回得られた単

結晶エピタキシャル薄膜の物性とこれまで報告された多結晶体のものとを比較して議論する。 
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Fig. 1. Resistivity vs. temperature curve of the Mn4N film. 
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Fig. 2. Anomalous Hall conductivity vs. magnetic field 

curves of the Mn4N film. 

第 60 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2013 春　神奈川工科大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

30a-F1-6

06-254


